
高性能
S型有机半导体材料S-DNTT-10

优势  高空穴迁移率 > 10 cm2/Vs (浸涂法)

 高耐久性

 可应用于干湿法加工工艺

器件特性

参考文献

溶解性
提高30倍

转移曲线
耐久性测试（空气中）

循环检测

表 1. 基于S-DNTT-10的OFET特性

制备方法
表面修饰
Si/SiO2

基质

最大迁移率(cm2/Vs) 阈值电压(V) 开/关

湿
（浸涂）

真空沉积 （裸露）

（裸露）

基于S-DNTT-10             浸涂的OFET的性能



询价与订购联系方式：

电话：800-988-0390/021-6712-1386
传真：021-6712-1385       邮件：Sales-CN@TCIchemicals.com
地址：上海化学工业区普工路96号    邮编：201507www.TCIchemicals.com
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特性

表2. 物理性质数据1)

参考文献：

化合物 溶解性a

迁移率
(cm2/Vs)

真空沉积b 湿加工

a数据取自甲苯60℃。a数据取自Si/SiO2（裸露）基质。C浸涂法。

相关产品

有机晶体管的网页

TCI为有机晶体管准备了全新的页面，其中包含了产品细节、

器件制备和评价数据，以及它的物理特性(例如UV-Vis光谱和

2D-GIXD数据)。

S-DNTT-10的产品规格可用于OFET器件上>3.0 cm2/Vs的空穴迁移率（真空沉积法，裸基质）。

高性能S型有机半导体材料：S-DNTT-10


